
5. Одномерные и нульмерные системы 
Наблюдение фотолюминесценции квантовых точек InAs, выращенных на метаморфном буфере GaAsSb
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Использование метаморфных буферов InGaAs, выращенных на GaAs, позволяет создавать лазеры на квантовых ямах, излучающие в диапазоне 1.3-1.5 мкм [1]. Данная работа посвящена изучению квантовых точек (КТ) InAs, выращенных на другом метаморфном буфере GaAsSb, интерес к которому возник в последнее время [2] и связан с возможностью продвижения в более длинноволновый диапазон.
Структура с метаморфным буфером GaAs0.81Sb0.19 толщиной 0.42 мкм была выращена методом МОС-гидридной эпитаксии при Т = 600 C на полуизолирующей подложке GaAs, на которой предварительно был выращен слой GaAs толщиной 0.42 мкм. На метаморфном буфере был выращен смачивающий слой GaAs толщиной 3 нм и слой КТ InAs (5 МС). Квантовые точки закрывались покровным слоем GaAs толщиной 3 нм. Смачивающий и покровный слои GaAs, а также КТ InAs выращивались при Т = 500 С. В качестве источника сурьмы использовался триметил сурьмы. Структура легировалась цинком (p = 1.25·1018 см-3).
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На рисунке приведены спектры фотолюминесценции (ФЛ) исследуемой структуры, полученные при температурах 77 K и 300 K. Возбуждение сигнала ФЛ осуществлялось с использованием второй гармоники непрерывного лазера Nd:YAG (532 нм), плотность мощности накачки составляла 2 Вт/см2. Запись спектров ФЛ производилась с помощью решеточного монохроматора Acton-2300i и многоканального фотоприемника OMA-V на основе линейки фотодиодов InGaAs (диапазон чувствительности 1.1-2.2 мкм).

Как видно из рисунка, максимум ФЛ квантовых точек InAs при Т = 300 К имеет длину волны около 1.8 мкм. Отметим, что в работе [2] пик ФЛ квантовых точек InAs наблюдался на длине волны 1.55 мкм, что значительно меньше, чем в нашей структуре.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Нижегородской области (проект № 15-42-02186-р_поволжье_а).
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